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Exposé des faits et concl usions

2266.D

La denande de brevet européen N° 91 401 764.5 (N° de
publication O 463 972) a été rejetée le 27 juillet 1995
par la Division d exanmen au notif que son objet
n"inpliquait pas d activité inventive au vu du docunent
DI = US-A-4 299 862. Ladite décision a été prise sur le
texte suivant de |la revendication 1

" Procédé de fabrication d' un contact électrique sur un
él ément actif d' un circuit intégré MS réalisé sur un
substrat de silicium conprenant |es étapes suivantes

a) oxydation du substrat pour forner une couche
d' oxyde ;

b) dépdt d' une couche épai sse (14) en un prem er isolant
électrique sur le circuit intégré, pourvu de cet
él ément, | adite couche épai sse présentant une
épai sseur supérieure ou égale a 200 nm;

c) dépbt, sur la couche de premer isolant, d' une couche
d arrét (28) en un matériau fortenment résistif ou
isolant apte a étre grave sél ectivenent par rapport
au premer isolant et a un second isol ant
él ectrique ;

d) réalisation, en regard de |'él énment actif, d' une
prem ere ouverture dans |a couche d'arrét
(figure 3d), fixant |es dinensions, au niveau de
" él ément actif (11) du contact électrique (22) a
realiser

e) dépdt sur la structure obtenue en c¢) d'au noins une
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couche (30-16) de second isol ant ;

f) réalisation, en regard de |la prem ére ouverture,
d' une seconde ouverture (25) dans |a couche de second
i solant, |a seconde ouverture ayant une | argeur
supérieure a celle de la prem ére ouverture ;

g) gravure du premer isolant mis a nu lors de
| " étape f), et de la couche d' oxyde, en utilisant la
couche d'arrét gravée come nmasque réalisant ainsi un
trou de contact électrique (24b) de |'él énent actif,
et

h) métallisation (22a) de ce trou de contact."

La décision de |la division d exanen a été notivée en
subst ance comme Ssuit

Le procédé connu du docunment D1 ne conporte pas

- |l e dépb6t d'une couche épaisse en un premer isolant
él ectrique sur |a couche d' oxyde therm que,

- ladite couche épai sse étant d'épaisseur supérieure ou
égale a 200 nm

Ces deux caractéristiques distinctives ont pour effet

d' augnenter |'isolation électrique entre | es zones
actives, source ou drain, et la grille du transistor

M S. Le probléene a résoudre consiste donc a dimnuer |la
possibilité de claquage électrique et a réduire la
capacité parasite entre les différentes connexions du
transistor. L' homme du nétier cherchant toujours a
réduire les capacités parasites, la définition du

probl éme n'inplique pas de contribution inventive.
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Les caractéristiques distinctives constituent des
mesures techni ques usuelles. L'honme du netier voul ant
résoudre |l e problene réalisera qu' il doit augmenter

| ' épai sseur de |'isolant sous |la couche d'arrét, par
exenpl e en déposant une couche épai sse suppl énentaire.
Seul e cette couche doit étre augnentée, car il est
mentionné dans | e docunment D1 (voir colonne 4, |lignes 45
a 51 ) qu'une épaisseur supérieure a 200 nmde | a couche
d arrét en nitrure provoque des fissures, ce qui rend
désavant ageux d' augnenter |'épai sseur de |a couche

d arrét.

La couche d' oxyde therm que (14b) du procédé connu du
docunent D1 (voir colonne 4, lignes 35 a 40) a une

épai sseur de 10 a 100 nm et c'est |'ensenble de |la
couche d' oxyde therm que (14b) et de |la couche

d arrét (24) en nitrure de siliciumaqui constitue
|"isolation électrique entre les zones actives et la
grille. Cependant, dans |e docunent D1 (voir colonne 4,
lignes 44 a 51), |'épaisseur de |la couche d" arrét (24)
n' est pas choisie en fonction de ses propriétés

i solantes, son réle principal étant sa fonction d'arrét
dans |l a gravure sélective. Si |'honmre du netier se voit
amené a éviter un claquage entre | es connexions du
transistor, il réalisera que |a solution de son probléne
pourra consister a augnmenter |'épai sseur de |a couche
d'isolant sous la couche d'"arrét, par exenple par dépbt.

Le procédé de | a denande n'inplique donc pas d' activité
i nventive.

Le 26 septenbre 1995, |e requérant (demandeur) a déposé
un recours a | 'encontre de ladite décision et payé |a
t axe de recours.
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Le ménpoire exposant les nmotifs du recours a été recu le
24 novenbre 1995 et conportait une nouvelle

revendi cation 1 (requéte principale) précisant que |la
couche épaisse (14) en un premer isolant électrique est
inférieure ou égale a 600 nm et une nouvelle

revendi cation 1 (requéte subsidiaire) spécifiant, de
plus, que | e second isolant est en un matériau bi couche
conportant dans |'ordre une couche d' oxyde de silicium
non dopé et une couche d' oxyde de silicium dopé.

Le 15 octobre 1999, |l a Chanbre de recours a notifié au
requérant que la revendication 1 de |la requéte

princi pale senblait manquer de clarté et ne paraissait
pas inpliquer d activité inventive pour |les raisons
exposées dans | a décision contestée, et que |la

revendi cation 1 de |la requéte subsidiaire senblait aussi
présenter de tels défauts.

Cependant, des nodifications visant a pallier ces
défauts étaient suggérées, en particulier avec une
nouvel | e revendi cation 1 basée sur |la requéte
subsidiaire et précisant ou rectifiant certaines

caract éristiques des étapes (c), (e) et (g) du procédé.

Par lettre du 4 février 2000 recue par |'CEB |l e

7 février 2000, |le requérant a approuvé |es
nodi fi cations de | a description suggérées par |a Chanbre
et fourni un nouveau jeu de 7 revendications avec une
revendi cation 1 ayant | e texte suivant

"Procédé de fabrication d un contact électrique sur un
él ément actif d' un circuit intégré MS réalisé sur un

substrat de silicium conprenant |es étapes suivantes

a) - oxydation du substrat pour former une couche
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d' oxyde ;

b) - dép6t d'une couche épaisse (14, 14a) en un prem er
isolant électrique sur le circuit intégré, pourvu de cet
él ément, | adite couche épai sse présentant une épai sseur
supérieure a celle d une couche d arrét forneée a

| ' étape c) et suffisante pour réduire une capaciteée
parasite entre une grille et le contact électrique ;

c) - dépbt, sur la couche de prenmier isolant, d' une
couche d'arrét (28) en un nmatériau fortenment résistif ou
i solant apte a étre gravé sélectivenent par rapport au

~

prem er isolant et a un second isolant électrique ;

d) - réalisation, en regard de |'él énment actif, d' une
prem ére ouverture dans |a couche d' arrét (figure 3d),
fixant |es dinmensions, au niveau de |'él ément actif (11)
du contact électrique (22) a réaliser

e) - dépbt sur la structure obtenue en d) d' au npoins une
couche (30-16) de second isolant ;

f) - réalisation, en regard de |la prem ére ouverture,
d' une second ouverture (25) dans |a couche de second
i solant, |a seconde ouverture ayant une | argeur
supérieure a celle de la prem ére ouverture ;

g) - gravure du premer isolant ms a nu lors de

| " étape f), et de la couche d' oxyde, en utilisant la
couche d'arrét gravée come nmasque réalisant ainsi un
trou de contact électrique (24b) de |'él énent actif, et

h) - métallisation (22a) de ce trou de contact." (mse
en évi dence par | a Chanbre)
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La nouvell e revendication 1 précise que, au cours de

| " étape e), |le dépbt d' au noins une couche (30-16) de
second i solant est effectué sur |a structure obtenue en
d) (et non plus en ¢c) come auparavant).

Cependant, |a nouvelle revendication 1 ne donne plus |es
di rensi ons de |'épai sseur "pe" |la couche épai sse (14,
14a) en un premer isolant électrique déposée au cours
de |'étape b) sur le circuit intégré pourvu de cet

él ément, nmais précise que |ladite couche épai sse présente
une épai sseur supérieure a celle d une couche d' arrét
formée a | ' étape c) et suffisante pour réduire une
capacité parasite entre une grille et |e contact

él ectri que.

Le requérant requiert |"annulation de |a décision
contestée et |la délivrance d'un brevet sur | a base des
docunents suivants de | a demande de brevet

Description : Pages 1 a 15 annexées a |l a
notification officielle de | a Chanbre
dat ée du 15 octobre 1999 et approuvées
par |l e requérant dans sa lettre du
4 février 2000 ;

Revendi cations : N 1 a 7, déposées le 7 février 2000
avec la lettre du 4 février 2000 ;

Dessins : Feuilles N° 1/4 a 4/ 4 de | a demande
telle qu' elle a été déposée.

Le requérant a sounmis |es argunments suivants a |'appui
de sa requéte :

Le probl éne résolu par |la présente invention, qu



- 7 - T 0971/ 95

~

consiste a assurer |'isolenent électrique entre |a
grille, d une part, et la source ou le drain, d autre
part, et notament de réduire |a capacité parasite entre
| es différentes connexions du transistor, ne ressort pas
de | ' ensei gnenent du docunent DL.

De plus, pour résoudre ce néne probl éne, d' autres

sol utions techni ques étaient disponibles. La solution
adopt ée par la présente invention, c'est-a-dire une
couche intercalaire additionnelle en isolant électrique,
conduit a introduire une double gravure.

Par conséquent, |la nodification apportée par |a présente
i nvention dépasse | argenent |es opérations consistant a
si npl enent optimser | e procédé connu et inplique une
activité inventive.

Motifs de | a décision

2266.D

Le recours est recevabl e.

Activité inventive

Un procédé de fabrication d un contact électrique sur un
él ément actif d' un circuit intégré MS réalisé sur un
substrat de siliciumest connu du docunent D1 (voir

| " ensenbl e du docunent) et conprend |es étapes

sui vant es

a) - oxydation du substrat (10) pour former une couche
d' oxyde (14b) (fig. 6 et colonne 4, lignes 35 a 40),

c) - dépbt d'une couche (24) en nitrure de silicium

~

donc en un matériau isolant apte a étre gravé
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sél ectivenent par rapport a |'oxyde de siliciumet
pouvant donc servir de couche d arrét (fig. 7 et
colonne 4, lignes 41 a 60) ;

d) - réalisation, en regard de |'él énment actif, d' une
prem ére ouverture (26 ; 28) dans |la couche

d arrét (24), fixant |es dinensions, au niveau de

|"él ément actif (11) du contact électrique a réaliser
(fig. 8 et colonne 4, ligne 61 a colonne 5, |igne 29) ;

e) - dépbt sur la structure obtenue en d) d' au npoins une
couche (30) de verre dopé au phosphore, donc d'un second
isolant (fig. 9 et colonne 5, lignes 30 a 48) ;

f) - réalisation, en regard de |la premiére

ouverture (26 ; 28), d'une second ouverture (26a, 28a)
dans | a couche de second isolant (30), |a seconde
ouverture ayant une |argeur supérieure a celle de la
prem ére ouverture (fig. 10 et 11 ; colonne 5, ligne 49
a colonne 6, ligne 35) ;

g) - gravure dans |'ouverture mse a nu lors de

| " étape f) de |a couche d' oxyde (14b), en utilisant |a
couche d'arrét gravée (24) comme nasque réalisant ainsi
un trou de contact électrique (26b) de |'él énent actif,
et

h) - métallisation (32) de ce trou de contact (fig. 12
et colonne 6, lignes 36 a 45).

Il convient de remarquer que, comme cela est nentionné
dans |l es parties citées du docunent D1 et conme cel a
ressort en particulier des figures, |e procédé connu
utilise les propriétés spécifiques des différentes
couches isolantes ou fortenment résistives et de produits
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de gravure, de telle facon que | a couche (24) en nitrure
de siliciumest apte a étre gravée sél ectivenent par
rapport au premer isolant (oxyde therm que) et au
second isolant électrique (verre dopé au phosphore).

Dans | e procédé connu du docunent D1, |'étape c) de
dép6t d'une couche (24) en nitrure de siliciumsuccéede
directement a |'étape a) d' oxydation du substrat pour
former une couche d' oxyde (14b).

Le procédé défini dans |la présente revendication 1 se
di sti ngue du procédé connu en ce que, entre |les
étapes a) et c), on procédé au dépbét d' une couche
additionnelle intercalaire en matériau isol ant
électrique, dit "premier matériau isolant électrique",
tel que

i) | a couche d'arrét (28) en nitrure soit apte a
étre gravée sélectivenent par rapport audit
prem er isolant ; et

i) | adi te couche additionnelle intercal aire est
épai sse et en particulier présente une épai sseur
supérieure a celle de la couche d' arrét formée a
| ' étape c),

iii) | adite épai sseur étant suffisante pour réduire
une capacité parasite entre une grille et le
contact électrique.

Selon | a présente demande (voir page 8, lignes 21 a 29),
le réle de | a couche épai sse de prem er isolant dans le
transi stor est d'assurer |'isolenent électrique entre la
grille, d une part, et la source ou le drain, d autre
part, et notament de réduire |a capacité parasite entre
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| es différentes connexions du transistor.

Quoique le problenme lié a |'existence de capacités
parasites ne soit pas identifié dans |e docunent D1 et
différe de ceux que ce docunent entendait résoudre a |la
date de son dépbt, |'argunent du requérant a ce propos
n' est pas convai ncant car, conme |'a relevé de fagon
pertinente |la division d exanen dans |a déci sion
contestée, un tel problénme est un souci constant de

" homre du nétier.

De plus, comme |'a fait observer |a Chanbré dans sa
notification, selon la jurisprudence des Chanbres de
recours (cf. la décision T 24/81, JO OEB 1983, 133 ; cf.
aussi la décision T 772/94 du 20 mars 1996), il convient
d' évaluer |'état de |l a technique du point de vue de

| " homre du nétier a la date de priorité qui s'applique
pour | a demande.

Le probl énme en question est résolu dans |'invention par
| e dépbt, entre |les étapes a) et c), d' une couche
additionnelle intercalaire en matériau isol ant
électrique différent par rapport au matériau de |a
couche d'arrét, présentant une épai sseur supérieure a
celle de Ia couche d' arrét formée a |'étape c) et
suffisante pour réduire une capacité parasite entre une

grille et le contact électrique.

En effet, |'homme du nétier spécialisé dans |e domai ne
techni que du docunent Dl sait que le fait d' ajouter

entre la couche d oxyde therm que et |a couche d' arrét
en nitrure une couche additionnelle intercalaire en un
mat éri au i solant électrique différent du nitrure de

silicium par exenple en oxyde de silicium qui est un
mat éri au usuel dans ce donmi ne techni que, entraine que
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i) la couche d arrét (28) en nitrure est apte a étre
gravée sél ectivenent par rapport audit premer
i sol ant, que

(ii) et (iii) ladite couche additionnelle intercalaire
en mat ériau isolant électrique, en particulier si elle
présente une certai ne épai sseur, pernet de réduire une
capacité parasite entre la grille et |e contact

él ectri que.

Certes, comme souligné par |le requérant, plusieurs
démar ches étai ent possi bl es pour résoudre ce probl ene
i é aux capacités parasites, par exenple |'augnentation
de | ' épai sseur de | a couche d arrét en nitrure de
silicium ou |'optimsation de |"alignenent du trou de
contact par rapport a la grille.

Cependant, nénme si |'homre du nétier disposait d autres
possi bilités de démarches techni ques dans | e nméne but,

il nen reste pas noins que |'addition d' une couche
intercal aire épai sse en matériau isolant électrique
différent de | a couche d'arrét est une solution évidente
pour |'homre du netier.

Le requérant a aussi sounmis |'argunment selon |equel |e
fait d'ajouter une couche épaisse intercalaire en

mat éri au i solant électrique entrainait |la nécessité de
nodi fier | e processus de fabrication et d introduire |a
doubl e gravure de |'invention.

Cependant, cet argument n'est pas consi déré conmme
convai ncant car, quoi qu' une doubl e gravure puisse
devenir nécessaire en raison de |'addition d' une couche
épai sse intercalaire, il s'agit |la d une démarche
normal e pour |'homme du métier lorsqu'il met au point ou
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adapte un procédé de fabrication

Dailleurs, le requérant a reconnu dans sa derniére
lettre (voir page 2, avant-dernier alinéa du
paragraphe 3 ; voir aussi le dernier alinéa de |la
page 3), que |le problene principal |ié aux capacités
parasites et au risque de claquage de |'isolant est
résolu a titre principal par |'addition de |a couche
intercal aire épaisse d'isolant électrique.

2.5 La Chanbre est donc d'avis que | e procédé revendi qué,
qui est une solution évidente a un probl éne constant de
| " homre du nétier, n'inplique par conséquent pas une
activité inventive au sens de |'article 56 CBE

En conséquence, |'objet de la revendication 1 n'est pas
brevetable au sens de |"article 52(1) CBE. Le présent
recours doit dés lors étre rejeté.

3. Et ant donné que, dans sa conmunication du
15 octobre 1999, la Chanbre a notifié au requérant |es
notifs indiqués ci-dessus (cf. paragraphe IV supra ), et
que le requérant n'a pas sounis de requétes auxiliaires,
not amrent une requéte tendant a recourir a une procédure
orale, la décision de rejet du présent recours est fondé
sur des nmotifs au sujet desquels |le requérant a pu
prendre position ( art. 113(1) CBE)

Di spositif:

Pour ces notifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeteé.

2266.D
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2266.D Y A



